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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上にある複数の画素ユニットを有するアレイ基板であって、
　画素ユニット毎は、薄膜トランジスタ領域及び薄膜トランジスタ領域以外の表示領域を
備え、
　薄膜トランジスタ構造は、薄膜トランジスタ領域に形成され、前記薄膜トランジスタ構
造に駆動される有機発光ダイオードは、前記表示領域に位置され、
　前記有機発光ダイオードは、基板から離れる方向に沿って、透明の第１の電極、発光層
、光線を反射する第２の電極を順に備え、
　半透過層は、前記表示領域に形成され、
　カラーフィルタは、前記表示領域に形成され、且つ前記有機発光ダイオードの第２の電
極と前記半透過層との間に位置し、
　前記有機発光ダイオードの第２の電極及び前記半透過層は、マイクロキャビティ構造を
形成し、異なる色の画素ユニットにおけるカラーフィルタが異なる厚みを有し、
　前記薄膜トランジスタ構造は、基板上に形成される第１のゲート電極及び第２のゲート
電極と、前記第１のゲート電極及び第２のゲート電極上に形成されるゲート絶縁層と、前
記ゲート絶縁層上に形成される第１の活性層及び第２の活性層と、前記第１の活性層及び
第２の活性層上に形成される絶縁層と、絶縁層上に形成され、且つ第１の活性層に対応す
る第１のソース電極及び第１のドレイン電極と、絶縁層上に形成され、且つ第２の活性層
に対応する第２のソース電極及び第２のドレイン電極とを備え、
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　前記半透過層は、薄膜トランジスタ構造の第１のソース電極、第１のドレイン電極、第
２のソース電極及び第２のドレイン電極の下方にさらに形成され、且つ前記半透過層のパ
ターンは、前記第１のソース電極、第１のドレイン電極、第２のソース電極及び第２のド
レイン電極のパターンと一致することを特徴とするアレイ基板。
【請求項２】
　前記第１のゲート電極、ゲート絶縁層、第１の活性層、絶縁層、第１のソース電極及び
第１のドレイン電極は、スイッチング薄膜トランジスタを形成し、前記第２のゲート電極
、ゲート絶縁層、第２の活性層、絶縁層、第２のソース電極及び第２のドレイン電極は、
駆動薄膜トランジスタを形成し、
　前記第１のドレイン電極は前記第２のゲート電極に接続され、前記駆動薄膜トランジス
タの第２のドレイン電極は、前記有機発光ダイオードの第１の電極に電気的に接続される
ことを特徴とする請求項１に記載のアレイ基板。
【請求項３】
　前記薄膜トランジスタ構造上に、パッシベーション層がさらに形成され、且つ前記パッ
シベーション層も前記表示領域に形成され、前記有機発光ダイオードは、前記パッシベー
ション層の上方に形成され、前記第１の電極は、前記パッシベーション層のビアホールを
介して第２のドレイン電極に接続されることを特徴とする請求項２に記載のアレイ基板。
【請求項４】
　前記絶縁層も前記表示領域に形成され、前記半透過層は前記絶縁層とパッシベーション
層との間に形成されることを特徴とする請求項３に記載のアレイ基板。
【請求項５】
　前記カラーフィルタは前記パッシベーション層上に形成され、前記有機発光ダイオード
の第１の電極は前記カラーフィルタの上方に位置することを特徴とする請求項３に記載の
アレイ基板。
【請求項６】
　前記カラーフィルタの上方に樹脂層がさらに形成され、前記有機発光ダイオードの第１
の電極は、前記樹脂層上に位置し、前記第１の電極は、樹脂層及びパッシベーション層を
貫通するビアホールを介して前記第２のドレイン電極に接続されることを特徴とする請求
項５に記載のアレイ基板。
【請求項７】
　前記画素ユニットは、前記第１の電極上に位置する画素画成層をさらに備えることを特
徴とする請求項１に記載のアレイ基板。
【請求項８】
　前記半透過層は、銀、アルミニウム、モリブデン、銅、チタン及びクロムの中の何れか
１つの金属、或いは、これらの中で何れか２つ以上の金属の合金からなり、且つ透過率が
５％～９５％であることを特徴とする請求項１に記載のアレイ基板。
【請求項９】
　前記半透過層の厚みは１０Å～２００Åであることを特徴とする請求項１に記載のアレ
イ基板。
【請求項１０】
　前記カラーフィルタの厚みは１０００Å～４００００Åであることを特徴とする請求項
１に記載のアレイ基板。
【請求項１１】
　異なる色の画素ユニットのカラーフィルタは、赤、緑、青であり、又は赤、緑、青、黄
であり、又は赤、緑、青、白であることを特徴とする請求項１に記載のアレイ基板。
【請求項１２】
　前記第１の電極は陽極であり、前記第２の電極は陰極であることを特徴とする請求項１
に記載のアレイ基板。
【請求項１３】
　前記第１の電極は陰極であり、前記第２の電極は陽極であることを特徴とする請求項１
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に記載のアレイ基板。
【請求項１４】
　前記第２の電極は反射材料で形成され、或いは、前記第２の電極上に反射層が塗布され
ることを特徴とする請求項１に記載のアレイ基板。
【請求項１５】
　請求項１に記載のアレイ基板を備えることを特徴とするディスプレイ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、アレイ基板及びその製造方法、ディスプレイに関する。
【背景技術】
【０００２】
　有機発光ダイオード（Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｌｉｇｈｔ‐Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅｓ
、ＯＬＥＤ）は、製造工程が簡単であり、コストが低くて、発光色が可視光域内で随意に
調整することができ、大面積で製造することが容易であり、且つ可撓性が良好である等の
メリットを有するため、将来の最も重要な表示技術の１つと認められている。白色ＯＬＥ
Ｄ（ＷＯＬＥＤ）は、光電効率が既に６０ｌｍ／Ｗを超え、寿命が２万時間以上になり、
ＷＯＬＥＤディスプレイの発展を極めて大きく推し進めた。
【０００３】
　図１（ａ）は、従来のマイクロキャビティ構造を有しない白色有機発光ダイオードの概
略図である。図１（ａ）に示すように、このＷＯＬＥＤは、赤、緑、青の三原色の発光材
料を混ぜ合わせて有機発光層１０２を形成し、有機発光層１０２が白い光を発出する。有
機発光層１０２は、陰極１０１と陽極１０３との間にあり、発光層１０２からの白い光は
、陰極１０１に反射された後、陽極１０３の一側から射出される。
【０００４】
　図１（ｂ）に示すように、光取り出し効率を向上して、ＷＯＬＥＤディスプレイの輝度
を大きくするために、陽極の一側に半透過層１０３’を設けて、陰極１０１と半透過層１
０３’との間にマイクロキャビティ構造（ｍｉｃｒｏｃａｖｉｔｙ　ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ
）を形成する。マイクロキャビティ構造とは、１つの反射層と１つの半透過層との間に形
成され、厚みがミクロンレベルの構造である。マイクロキャビティ構造が光の強度を強化
する原理として、光線が反射層と１つの半透過層との間で絶えずに反射され、共振作用に
よって、最終的に、半透過層から射出される光の中で特定の波長の光が強化され、この強
化された波長がマイクロキャビティの厚みに関わる。白色有機発光ダイオードディスプレ
イにおいて、異なる画素ユニットが異なる色の光を発するに用いられるため、異なる画素
ユニットにおいて異なる波長の光を強化するように、異なる画素ユニットのマイクロキャ
ビティは、厚みが異なる必要がある。
【０００５】
　図２は、従来のマイクロキャビティ構造を有するＷＯＬＥＤディスプレイのアレイ基板
の構造概略図であり、図３は、従来のマイクロキャビティ構造を有するＷＯＬＥＤディス
プレイの他のアレイ基板の構造概略図である。図２及び図３に示すように、カラーフィル
タはマイクロキャビティ構造の外部にあり、異なる色のカラーフィルタは異なる画素ユニ
ットに属し、且つ異なる色のカラーフィルタに対応するマイクロキャビティ構造は厚みが
異なる。
【０００６】
　図４は、マイクロキャビティ構造を有するＷＯＬＥＤの輝度と、マイクロキャビティ構
造を有しないＷＯＬＥＤの輝度との対比を示す概略図であり、点線がマイクロキャビティ
構造を有しないＷＯＬＥＤの輝度に対応し、実線がマイクロキャビティ構造を有するＷＯ
ＬＥＤの輝度に対応する。図４に示すように、青光の場合、輝度が元の輝度の約１．６倍
になり、緑光の場合、輝度が元の輝度の約２．５倍になり、赤光の場合、輝度が元の輝度
の約２．２倍になる。
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　従来のマイクロキャビティ構造によれば光の強度が向上されたが、図２及び図３から分
かるように、従来のマイクロキャビティ構造の積層構造が複雑であり、且つ色毎のカラー
フィルタに対応する領域に、異なる厚みのマイクロキャビティ構造を製造する必要があり
、製造工程が複雑である。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の一様態は、アレイ基板を提供する。このアレイ基板は、基板上にある複数の画
素ユニットを有する。各画素ユニットは、薄膜トランジスタ領域及び薄膜トランジスタ領
域以外の表示領域を備える。薄膜トランジスタ構造は、薄膜トランジスタ領域に形成され
、前記薄膜トランジスタ構造に駆動される有機発光ダイオードは、前記表示領域にある。
前記有機発光ダイオードは、基板から離れる方向に沿って、透明の第１の電極、発光層、
光線を反射する第２の電極を順に備える。半透過層は前記表示領域に形成される。カラー
フィルタは、前記表示領域に形成され、且つ前記有機発光ダイオードの第２の電極と前記
半透過層との間に位置する。前記有機発光ダイオードの第２の電極及び前記半透過層はマ
イクロキャビティ構造を形成し、異なる色の画素ユニットのカラーフィルタは異なる厚み
を有する。
【０００９】
　例えば、前記薄膜トランジスタ構造は、基板上に形成される第１のゲート電極及び第２
のゲート電極と、前記第１のゲート電極及び第２のゲート電極上に形成されるゲート絶縁
層と、前記ゲート絶縁層上に形成される第１の活性層及び第２の活性層と、前記第１の活
性層及び第２の活性層上に形成される絶縁層と、絶縁層上に形成され、且つ第１の活性層
に対応する第１のソース電極及び第１のドレイン電極と、絶縁層上に形成され、且つ第２
の活性層に対応する第２のソース電極及び第２のドレイン電極と、を備える。前記第１の
ゲート電極、ゲート絶縁層、第１の活性層、絶縁層、第１のソース電極及び第１のドレイ
ン電極は、スイッチング薄膜トランジスタを形成し、前記第２のゲート電極、ゲート絶縁
層、第２の活性層、絶縁層、第２のソース電極及び第２のドレイン電極は、駆動薄膜トラ
ンジスタを形成する。前記第１のドレイン電極は、前記第２のゲート電極に接続され、前
記駆動薄膜トランジスタの第２のドレイン電極は、前記有機発光ダイオードの第１の電極
に電気的に接続される。
【００１０】
　例えば、前記薄膜トランジスタ構造上に、パッシベーション層がさらに形成され、且つ
前記パッシベーション層も前記表示領域に形成され、前記有機発光ダイオードは、前記パ
ッシベーション層の上方に形成され、前記第１の電極は、前記パッシベーション層のビア
ホールを介して第２のドレイン電極に接続される。
【００１１】
　例えば、前記絶縁層も前記表示領域に形成され、前記半透過層は、前記絶縁層とパッシ
ベーション層との間に形成される。
【００１２】
　例えば、前記カラーフィルタは、前記パッシベーション層上に形成され、前記有機発光
ダイオードの第１の電極は、前記カラーフィルタの上方に位置する。
【００１３】
　例えば、前記カラーフィルタの上方に、樹脂層がさらに形成され、前記有機発光ダイオ
ードの第１の電極は前記樹脂層上に位置し、前記第１の電極は、樹脂層及びパッシベーシ
ョン層を貫通するビアホールを介して前記第２のドレイン電極に接続される。
【００１４】
　例えば、前記半透過層は、薄膜トランジスタ構造の第１のソース電極、第１のドレイン
電極、第２のソース電極及び第２のドレイン電極の下方にも形成され、且つ前記半透過層
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のパターンは、前記第１のソース電極、第１のドレイン電極、第２のソース電極及び第２
のドレイン電極のパターンと一致する。
【００１５】
　例えば、前記画素ユニットは、前記第１の電極上にある画素画成層をさらに備える。
【００１６】
　例えば、前記半透過層は、銀、アルミニウム、モリブデン、銅、チタン及びクロムの中
の何れか１つの金属、或いは、これらの中で何れか２つ以上の金属の合金からなり、且つ
透過率が５％～９５％である。
【００１７】
　例えば、前記半透過層の厚みは１０Å～２００Åである。
【００１８】
　例えば、前記カラーフィルタの厚みは１０００Å～４００００Åである。
【００１９】
　例えば、異なる色の画素ユニットのカラーフィルタは、赤、緑、青であり、或いは、赤
、緑、青、黄であり、或いは、赤、緑、青、白である。
【００２０】
　例えば、前記第１の電極は陽極であり、前記第２の電極は陰極である。
【００２１】
　例えば、前記第１の電極は陰極であり、前記第２の電極は陽極である。
【００２２】
　例えば、前記第２の電極は反射材料からなり、或いは、前記第２の電極上に反射層が塗
布されている。
【００２３】
　本発明の他の様態は、ディスプレイを提供する。このディスプレイは、以上のアレイ基
板を備える。
【００２４】
　本発明のさらに他の様態は、アレイ基板の製造方法を提供する。このアレイ基板は、基
板上に形成される複数の画素ユニットを備え、画素ユニット毎は、薄膜トランジスタ領域
及び薄膜トランジスタ領域以外の表示領域を備える。前記方法は、基板上に薄膜トランジ
スタ構造、半透過層及びパッシベーション層を形成する工程と、画素ユニットの表示領域
にカラーフィルタを形成し、異なる色の画素ユニットのカラーフィルタの厚みを異ならせ
る工程と、画素ユニットの表示領域に有機発光ダイオードを形成し、カラーフィルタを有
機発光ダイオードと半透過層との間に位置させる工程と、を備える。
【００２５】
　例えば、前記基板上に薄膜トランジスタ構造、半透過層及びパッシベーション層を形成
する工程は、基板上に薄膜トランジスタ構造のゲート電極、ゲート絶縁層、活性層、絶縁
層及び絶縁層のビアホールを順に形成する工程と、半透過薄膜及びソース・ドレイン金属
薄膜を形成し、１回のパターニング工程によって、半透過層及び薄膜トランジスタ構造の
ソース・ドレイン電極を形成する工程と、パッシベーション層を形成する工程と、を備え
る。
【００２６】
　例えば、画素ユニットの表示領域にカラーフィルタを形成する工程は、複数回のパター
ニング工程によって前記カラーフィルタを形成し、１回のパターニング工程毎が１つの色
の画素ユニットのカラーフィルタを形成し、且つ異なる色の画素ユニットのカラーフィル
タの厚みを異ならせる工程を備える。
【００２７】
　例えば、画素ユニットの表示領域に有機発光ダイオードを形成する工程は、パターニン
グ工程によって、前記パッシベーション層上にビアホールをエッチングして形成する工程
と、透明導電薄膜を形成し、パターニング工程によって、前記有機発光ダイオードの第１
の電極を形成し、前記第１の電極を前記ビアホールを介して前記薄膜トランジスタ構造に
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接続させる工程と、絶縁薄膜を形成し、形成しようとする有機発光ダイオードの位置を前
記表示領域に画成するように、パターニング工程によって画素画成層のパターンを形成す
る工程と、有機発光層を形成する工程と、前記有機発光ダイオードの、光線を反射するた
めの第２の電極を形成し、前記有機発光ダイオードを形成する工程と、を備える。
【００２８】
　例えば、前記方法は、カラーフィルタを形成した後、且つ有機発光ダイオードを形成す
る前に、樹脂層を形成する工程をさらに備える。
【００２９】
　例えば、画素ユニットの表示領域に有機発光ダイオードを形成する工程は、パターニン
グ工程によって前記樹脂層及びパッシベーション層を貫通するビアホールを形成する工程
と、透明導電薄膜を形成し、パターニング工程によって、前記有機発光ダイオードの第１
の電極を形成し、前記第１の電極を前記ビアホールを介して前記薄膜トランジスタ構造に
接続させる工程と、絶縁薄膜を形成し、形成しようとする有機発光ダイオードの位置を前
記表示領域に画成するように、パターニング工程によって画素画成層のパターンを形成す
る工程と、有機発光層を形成する工程と、前記有機発光ダイオードの、光線を反射するた
めの第２の電極を形成し、前記有機発光ダイオードを形成する工程と、を備える。
【００３０】
　例えば、前記半透過層は、銀、アルミニウム、モリブデン、銅、チタン及びクロムの中
の何れか１つの金属、或いはこれらの中でいずれか２つ以上の金属の合金からなり、透過
率が５％～９５％である。
【００３１】
　例えば、前記半透過層の厚みは１０Å～２００Åである。
【００３２】
　例えば、前記カラーフィルタの厚みは１０００Å～４００００Åである。
【００３３】
　以下、本発明の実施例の技術案をさらに明確にするように、実施例の図面を簡単に説明
する。下記の実施例は、当然ながら、本発明の実施例の一部であり、本発明を限定するも
のではない。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】（ａ）は従来のマイクロキャビティ構造を有しない白色有機発光ダイオードの概
略図であり、（ｂ）は従来のマイクロキャビティ構造を有する白色有機発光ダイオードの
概略図である。
【図２】従来のマイクロキャビティ構造を有するＷＯＬＥＤディスプレイのアレイ基板の
構造概略図である。
【図３】従来のマイクロキャビティ構造を有するＷＯＬＥＤディスプレイの他のアレイ基
板の構造概略図である。
【図４】マイクロキャビティ構造を有するＷＯＬＥＤの輝度と、マイクロキャビティ構造
を有しないＷＯＬＥＤの輝度との対比を示す概略図である。
【図５】本発明実施例に係るアレイ基板の構造概略図である。
【図６】本発明実施例に係るアレイ基板の製造方法による、基板上に薄膜トランジスタ構
造及び半透過層を形成する概略図である。
【図７】本発明実施例に係るアレイ基板の製造方法による、パッシベーション層を形成す
る概略図である。
【図８】本発明実施例に係るアレイ基板の製造方法による、カラーフィルタを形成する概
略図である。
【図９】本発明実施例に係るアレイ基板の製造方法による、樹脂層を形成する概略図であ
る。
【図１０】本発明実施例に係るアレイ基板の製造方法による、陽極を形成する概略図であ
る。
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【図１１】本発明実施例に係るアレイ基板の製造方法による、画素画成層を形成する概略
図である。
【発明を実施するための形態】
【００３５】
　以下、本発明の実施例の目的、技術案及び利点をさらに明確にするように、図面を参照
しながら、本発明の実施例の技術案を明確で完全に説明する。下記の実施例は、当然なが
ら、本発明の実施例の一部であり、全ての実施例ではない。本発明の実施例に基づき、当
業者が創造的労働をしない前提で得られる全ての他の実施例は、いずれも本発明の保護範
囲に入る。
【００３６】
　図５に示すように、本実施例に係るアレイ基板は、基板１上に形成される複数本のゲー
トラインと、複数本のデータラインと、この複数本のゲートライン及び複数本のデータラ
インが交差して画成される複数の画素ユニットを備える。画素ユニット毎は、薄膜トラン
ジスタ領域及び薄膜トランジスタ領域以外の表示領域Ａを備える。薄膜トランジスタ構造
は、薄膜トランジスタ領域に形成され、薄膜トランジスタ構造に駆動される有機発光ダイ
オードは、表示領域Ａに形成される。画素ユニット毎は、上記画素ユニットの表示領域Ａ
に位置するカラーフィルタ９をさらに備える。有機発光ダイオードは、基板１から離れる
方向に沿って、透明な第１の電極１１、発光層１３、光線を反射する第２の電極１４を順
に備える。
【００３７】
　本実施例に係るアレイ基板は、マイクロキャビティ構造を形成できるように、画素ユニ
ットが半透過層８をさらに備える。半透過層８は、画素ユニットの表示領域Ａに位置する
。カラーフィルタ９は、有機発光ダイオードの第２の電極１４と半透過層８との間に位置
する。異なる色の画素ユニットにおけるカラーフィルタ９の厚みが異なる。半透過層８の
一部は、薄膜トランジスタ構造のソース・ドレイン電極領域（この領域に半透過層が存在
することは、製造過程に、ソース・ドレイン電極と同じパターニング工程によって形成さ
れるからである）に位置してもよい。有機発光ダイオードの第２の電極１４及び半透過層
８は、マイクロキャビティ構造を形成する。カラーフィルタ９は、マイクロキャビティ構
造の内部にあり、具体的には、有機発光ダイオードの第２の電極１４と半透過層８との間
に位置する。異なる色の画素ユニットにおけるカラーフィルタ９の厚みが異なる。よって
、カラーフィルタ９の厚みを制御することによって、マイクロキャビティの厚みを調整す
ることができる。異なる色の画素ユニットにおけるカラーフィルタは、そもそも異なるス
テップで形成されるため、それらの厚みを別々に制御することが容易である。よって、異
なる色の画素ユニットを厚みが異なるマイクロキャビティ構造を有させるように、異なる
色の画素ユニットに付加層を余計に製造する必要がないため、本発明実施例に係るアレイ
基板は、製造工程が簡単で、コストが低くなる。
【００３８】
　図５に示すように、薄膜トランジスタ領域における薄膜トランジスタ構造は、基板１上
に形成される第１のゲート電極２、第２のゲート電極２’と、第１のゲート電極２、第２
のゲート電極２’及びゲートライン上に形成されるゲート絶縁層３と、ゲート絶縁層３上
に形成される第１の活性層４及び第２の活性層４’と、第１の活性層４及び第２の活性層
４’上に形成される絶縁層５と、絶縁層５上に形成される第１のソース・ドレイン電極層
６（第１のソース電極及び第１のドレイン電極を備える）及び第２のソース・ドレイン電
極層６’（第２のソース電極及び第２のドレイン電極を備える）と、を備える。第１のゲ
ート電極２、ゲート絶縁層３、第１の活性層４、絶縁層５及び第１のソース・ドレイン電
極層６は、スイッチング薄膜トランジスタを形成する。第２のゲート電極２’、ゲート絶
縁層３、第２の活性層４’、絶縁層５及び第２のソース・ドレイン電極層６’は、駆動薄
膜トランジスタを形成する。第１のドレイン電極が第２のゲート電極に接続され、且つ駆
動薄膜トランジスタの第２のドレイン電極は有機発光ダイオードの第１の電極に電気的に
接続される。
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【００３９】
　薄膜トランジスタ構造上に、パッシベーション層７がさらに形成され、該パッシベーシ
ョン層７は、第１のソース・ドレイン電極層６及び第２のソース・ドレイン電極層６’上
にある。製造工程によって、第１のソース・ドレイン電極層６及び第２のソース・ドレイ
ン電極層６’の下方に、パターンが第１のソース・ドレイン電極層６及び第２のソース・
ドレイン電極層６’のパターンと一致する半透過層が形成されてもよい。半透過層が第１
のソース・ドレイン電極層６及び第２のソース・ドレイン電極層６’の下方にある場合、
半透過層は、導電材料で形成する必要がある。
【００４０】
　本実施例では、薄膜トランジスタ領域における絶縁層５及びパッシベーション層７も表
示領域Ａに形成され、有機発光ダイオードはパッシベーション層７の上方に形成され、第
１の電極１１は、パッシベーション層７のビアホールを介して第２のドレイン電極に接続
される。
【００４１】
　半透過層８は、絶縁層５とパッシベーション層７との間に形成され、カラーフィルタ９
は、パッシベーション層７上に形成され、有機発光ダイオードの第１の電極１１はカラー
フィルタ９の上方に位置する。有機発光ダイオードは、半透過層８及びカラーフィルタ９
の上方に位置し、且つ画素画成層（Ｐｉｘｅｌ　Ｄｅｆｉｎｅ　ｌａｙｅｒ、ＰＤＬ）１
２を介して表示領域Ａに形成される。本実施例では、第１の電極１１が陽極で、第２の電
極１４が陰極であり（第１の電極１１が陰極で、第２の電極１４が陽極であってもよい）
、第１の電極１１は、パッシベーション層７上のビアホールを介して第２のドレイン電極
に接続される。第２の電極１４は反射材料からなる反射電極であってもよく、或いは、第
２の電極１４上に反射層を塗布して反射電極を形成してもよい。
【００４２】
　スイッチング薄膜トランジスタは、ゲート電極（第１のゲート電極２）がゲートライン
に接続され、ソース電極（第１のソース電極）がデータラインに接続され、ドレイン電極
（第１のドレイン電極）が駆動薄膜トランジスタのゲート電極（第２のゲート電極２’）
に接続され、駆動薄膜トランジスタは、ソース電極（第２のソース電極）が電源電圧に接
続され、ドレイン電極（第２のドレイン電極）が有機発光ダイオードの第１の電極１１に
接続される。白色有機発光層１３からの白い光は、図５に示すように、第１の電極１１及
びその下方の各層を透過してから基板１の底部から射出される。白い光は、半透過層８に
照射した後、一部が射出され、一部が反射され、反射された光が再度第２の電極１４に反
射され、反射光が半透過層８と第２の電極１４との間で反射される。この場合、共振作用
によって、最終的に半透過層８から射出する光の中で、画素ユニットの色に対応する波長
の光が強化されるため、輝度が向上される。
【００４３】
　マイクロキャビティ構造の空間的な距離を大きくして輝度をさらに向上するように、カ
ラーフィルタ９と陽極１１との間に樹脂層１０がさらに形成される。このとき、第１の電
極１１は、パッシベーション層７及び樹脂層１０を貫通するビアホールを介して第２のド
レイン電極に接続される。
【００４４】
　例えば、半透過層８は、銀、アルミニウム、モリブデン、銅、チタン及びクロムの中の
いずれか１つの金属、或いは、これらの中でのいずれか２つ以上の金属の合金からなり、
透過率が５％～９５％であり、厚みが１０Å～２００Åである。例えば、カラーフィルタ
９の厚みは１０００Å～４００００Åである。異なる色の画素ユニットにおけるカラーフ
ィルタ９は、赤、緑、青であり、或いは、赤、緑、青、黄であり、或いは、赤、緑、青、
白である。
【００４５】
　本発明の他の実施例は、上記アレイ基板を製造する方法をさらに提供し、以下のステッ
プを備える。
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【００４６】
　ステップ１：基板１上に、薄膜トランジスタ構造、半透過層８及びパッシベーション層
７を形成する。
【００４７】
　図６に示すように、基板上に、薄膜トランジスタ構造のゲート電極（第１のゲート電極
２、第２のゲート電極２’）、ゲート絶縁層、活性層（第１の活性層４、第２の活性層４
’）、絶縁層５及び絶縁層５のビアホールのパターンを順に形成する。
【００４８】
　そして、半透過薄膜及びソース・ドレイン金属薄膜を形成し、１回のパターニング工程
（パターニング工程は、一般的に、フォトレジストの塗布、露光、現像、エッチング、フ
ォトレジストの剥離等の工程を備える）によって、半透過層８及び薄膜トランジスタ構造
のソース・ドレイン電極（第１のソース・ドレイン電極層６、第２のソース・ドレイン電
極層６’）を形成する。例えば、半透過薄膜は、銀、アルミニウム、モリブデン、銅、チ
タン、クロムの中のいずれか１つの金属、或いは、これらの中でいずれか２つ以上の金属
の合金からなり、厚みが１０Å～２００Åであり、透過率が５％～９５％である。ここで
、１回のパターニング工程によって、半透過層８と、第１のソース・ドレイン電極層６及
び第２のソース・ドレイン電極層６’とを同時に形成するため、半透過層は、第１のソー
ス・ドレイン電極層６及び第２のソース・ドレイン電極層６’の下方にも位置し、且つパ
ターンが上記第１のソース・ドレイン電極層６及び第２のソース・ドレイン電極層６’の
パターンと一致する。図６は、このステップを完了した後の基板を示し、１つの画素ユニ
ットの構造を示し、薄膜トランジスタ構造が所在する領域は薄膜トランジスタ領域であり
、薄膜トランジスタ領域以外の領域は表示領域Ａである。薄膜トランジスタ構造は、スイ
ッチング薄膜トランジスタ及び駆動薄膜トランジスタを備える。第１のゲート電極２、ゲ
ート絶縁層３、第１の活性層４、絶縁層５及び第１のソース・ドレイン電極層６（第１の
ソース電極及び第１のドレイン電極層を備える）は、スイッチング薄膜トランジスタを形
成し、第２のゲート電極２’、ゲート絶縁層３、第２の活性層４’、絶縁層５及び第２の
ソース・ドレイン電極層６’（第２のソース電極及び第２のドレイン電極層を備える）は
、駆動薄膜トランジスタを形成する。
【００４９】
　パッシベーション層７を形成し、図７はパッシベーション層７を形成した後の基板を示
す。
【００５０】
　ステップ２：画素ユニットの表示領域Ａに、カラーフィルタ９を形成し、異なる色の画
素ユニットにおけるカラーフィルタ９の厚みを異ならせる。該ステップは、具体的には、
以下の通りである。
【００５１】
　カラーフィルタ９は、複数回のパターニング工程によって形成され、パターニング工程
毎は、１つの色の画素ユニットのカラーフィルタを形成し、且つ異なる色の画素ユニット
におけるカラーフィルタ９の厚みが異なる。例えば、アレイ基板上にＲＧＢという３つの
色の画素ユニットが有する場合、カラーフィルタ９は、３回のパターニング工程によって
形成され、且つＲＧＢという３つの色の画素ユニットにおけるカラーフィルタ９は異なる
厚みを有する。例えば、１回目のパターニング工程によって、赤色の画素ユニットのカラ
ーフィルタ９を形成し、２回目のパターニング工程によって、緑色の画素ユニットのカラ
ーフィルタ９を形成し、３回目のパターニング工程によって、青色の画素ユニットのカラ
ーフィルタ９を形成し、赤色の画素ユニットのカラーフィルタ９、緑色の画素ユニットの
カラーフィルタ９及び青色の画素ユニットのカラーフィルタ９は、互いに異なる厚みを有
する。例えば、カラーフィルタ９の厚みは、１０００Å～４００００Åである。カラーフ
ィルタの厚みの範囲が大きいことは、カラーフィルタがマイクロキャビティ構造にあるか
らであり、よって、カラーフィルタの厚みを調整することでマイクロキャビティの厚みを
制御し、異なる色の画素ユニットのマイクロキャビティ構造により、それと同じ色の光を
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強化させることができる。異なる色の画素ユニットのカラーフィルタはそもそも異なるス
テップで形成されるため、厚みを別々に制御することが容易である。よって、異なる色の
画素ユニットを異なる厚みのマイクロキャビティ構造を有させるように、異なる色の画素
ユニットに付加層を余計に形成することがなくなる。よって、本発明に係るアレイ基板は
、製造工程が簡単で、コストが低い。
【００５２】
　ステップ３：画素ユニットの表示領域Ａに有機発光ダイオードを形成し、カラーフィル
タ９を、有機発光ダイオードと半透過層８との間に位置させる。
【００５３】
　図９に示すように、パターニング工程によって、パッシベーション層７にビアホールを
エッチングして形成する。マイクロキャビティ構造の空間的な距離を大きくして、輝度を
さらに向上するように、パッシベーション層７上に樹脂層１０をさらに形成してもよい。
ビアホールはパッシベーション層７及び樹脂層１０を貫通する。
【００５４】
　図１０に示すように、透明導電薄膜を形成し、パターニング工程によって、有機発光ダ
イオードの第１の電極１１を形成し、第１の電極１１を、ビアホールを介して薄膜トラン
ジスタ構造、具体的には、駆動薄膜トランジスタのドレイン電極に接続する。
【００５５】
　図１１に示すように、絶縁薄膜を形成し、形成しようとする有機発光ダイオードの位置
を表示領域Ａに画成するように、パターニング工程によって画素画成層１２を形成する。
【００５６】
　有機発光層１３及び有機発光ダイオードの第２の電極１４を形成することで、有機発光
ダイオードを形成し、図５は、最終的に形成されたアレイ基板を示す。第２の電極１４は
、反射電極であり、製造する場合、反射材料によって形成し、或いは、第２の電極１４を
形成する前に反射層を形成し、第２の電極１４を反射層上に形成し、或いは、第２の電極
１４を形成してから第２の電極１４上に反射層を形成する。
【００５７】
　本発明は、上記アレイ基板を備えるディスプレイをさらに提供する。上記ディスプレイ
は、電子ペーパー、ＯＬＥＤパネル、ＯＬＥＤディスプレイ、ＯＬＥＤテレビ、デジタル
フォトフレーム、携帯電話、フラットパネルコンピュータ等のいずれの表示機能を有する
製品又は部材である。
【００５８】
　以上は本発明の例示的な実施例だけであり、本発明の保護範囲を限定するものではない
。本発明の保護範囲は、特許請求の範囲に基づく。
【符号の説明】
【００５９】
　１　　基板
　２、２’　　ゲート電極
　３　　ゲート絶縁層
　４　　第１の活性層
　４’　　第２の活性層
　５　　絶縁層
　６　　第１のソース・ドレイン電極層
　６’　　第２のソース・ドレイン電極層
　７　　パッシベーション層
　８　　半透過層
　９　　カラーフィルタ
　１０　　樹脂層
　１１　　第１の電極
　１２　　画素画成層
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　１３　　発光層
　１４　　第２の電極
　１０１　　陰極
　１０２　　有機発光層
　１０３　　陽極
　１０３’　　半透過層
　Ａ　　表示領域

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】
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【図９】

【図１０】
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